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１．概要（Summary ）： 

弊社にて高解像度 LED プリントヘッド用の LED

アレイの開発を進めている。高解像度化には Line and 

Space 2μmの露光精度を必要とするパターンプロセ

スを行う必要があり、弊社露光設備では、Line and 

Space 2μmの達成が不可能であるため、京大ナノテ

クノロジーハブ拠点の機器を利用し実験を行い、本開

発の実現性を見極める。 

 

２．実験（Experimental）： 

以下の手順で評価を行う。 

まず、レジスト塗布装置にてφ4” GaAs waferにレ

ジストのスピンコートを行い、ホットプレートにてプ

リベーク処理を行う。次に 露光装置(ステッパー)にて

露光処理後、レジスト現像装置にてレジストパターン

を現像する。 

 

なお、レジスト、GaAs wafer、露光用レチクルは弊

社で用意したものを使用した。現像後のレジストパタ

ーン解像度の確認も弊社評価装置にて行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

現像後のレジストパターンの Line and Spaceを確

認した写真が Fig. 1である。 

 

Fig 1 Line and Space Test Pattern 

 

Fig. 1 は弊社が用意した Line and Space 確認用の

パターンであり、Line幅 2μm、 Space幅 2μmで設

計されている。Fig.1から Line and Space 2μmのパ

ターニングは問題なく出来ていることが分かる。また、

他のパターンでは Line and Space 1.0μmまでパター

ニング可能であることを確認している。 

 

今回の実験で弊社が課題としていた露光精度の向

上はクリアできることが分かった。2014年度も京大ナ

ノハブ拠点の機器を利用し、次のステップである高解

像度 LED プリントヘッド用 LED アレイの試作評価

と開発の実現性の見極めを引き続き行う予定である。 

 

 

４．その他・特記事項（Others）： 

なし。 

 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 

なし。 

 

 

６．関連特許（Patent）： 

なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・レジスト厚 2μm 

・PEB 処理なし 


